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Известно, что облучение поверхности германия ионами инертных газов и металлов приводит к образованию на поверхности пористой структуры /1/. В представленной работе проведено исследование угловых и дозовых зависимостей коэффициента распыления Ge пучком ионов Ga+. распределения имплантированных ионов Ga методом ВИМС и топографии поверхности методом сканирующей электронной микроскопии. Распыление образцов проводилось на установке Quanta 3D 200i пучком 30 кэв Ga+ диаметром 60 нм, при углах падения от 0 до 85° и дозах облучения от 1015 до 5·1018 см-2. Методики определения коэффициента распыления (Y) и распределения Ga в Ge на установке ВИМС IONTOF5 подробно описаны в работе /2/. Процессы распыления и имплантации моделировались с помощью программы TRYDIN. Установлено, что, начиная с дозы, облучения 5·1018 см-2 на поверхности Ge наблюдается порообразование, форма и плотность пор зависит как от дозы облучения, так и от угла падения ионного пучка. Топография поверхности существенным образом влияет на дозовые и угловые зависимости Y. Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений Y дает возможность оценить пористость получаемых структур.
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